PRVI KOLOKVIJUM IZ OSNOVA ELEKTRONIKE 29.11.2008.
ODSEK ZA TELEKOMUNIKACIJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
ODSEK ZA SIGNALE I SISTEME

1. [10] Parametri tranzistora u kolu sa slike 1 su: fg =100, Vge =V, =Vgeg = 0,6 V, Vieg = 0,2V, Zener dioda
je idealna sa parametrima V, =0,7V i V, = 6,2V, a poznate su i otpornosti otpornika R, = R, =1kQ. Ako se
ulazni napon menja u granicama OV <vg5 <10V, odrediti i nacrtati karakteristike V. (VG) e (VG )
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Slika 1

2. a) [2] Nacrtati diferencijalni pojacava¢ sa NMOS ulaznim tranzistorima i jednostrukim izlazom polarisan

strujnim izvorom u sorsovima ulaznih tranzistora.
b) [3] Primenom bisekcione teoreme izraunati faktor potiskivanja signala srednje vrednosti pojacavaca iz a).
¢) [2] Nacrtati diferencijalni pojacava¢ sa NMOS ulaznim tranzistorima i jednostrukim izlazom polarisan

otpornikom u sorsovima ulaznih tranzistora.
d) [3] Primenom bisekcione teoreme izracunati faktor potiskivanja signala srednje vrednosti pojacavaca iz c).

Kolokvijum traje 2,5 sata.



